
Japan Advanced Institute of Science and Technology

JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title 集積回路の将来展望と技術開発戦略

Author(s) 武石, 喜幸

Citation 年次学術大会講演要旨集, 4: 3-5

Issue Date 1989-10-10

Type Presentation

Text version publisher

URL http://hdl.handle.net/10119/5232

Rights

本著作物は研究・技術計画学会の許可のもとに掲載す

るものです。This material is posted here with

permission of the Japan Society for Science

Policy and Research Management.

Description 特別講演



Ⅰ C  Ⅰ 集積回路の将来展望と 技術開発戦略 

幸 武 百 喜 東芝 ULS I 研究所長 

I C 、 L S I は、 社会に不可欠のものとして、 一大産業に発展した。 その 

技術開発の歴史・ 将来展望を事例をまじえて 説明し、 また、 日米の違いを 論 

じる 。 

1 . 半導体の市場動向 ( 図 1 ) 

2 . ダイナミ ックメモリ ( D R A M ) と論理 L S I の進展 ( 図 2 、 3 ) 

3 A S M I C ( Appl ication-Speci f ic Memory 1C) 

4 . 半導体メモりと 磁気メモリ ( 図 4 ) 

5 . 不揮発性メモリノ N A N D  E 2 p R O M ( 図 5 ) 

6 . E P R O M 、 E 2 p R O M の開発の歴史 ( 事例 ) 

7 . マイクロプロセッサの 集積 度 と動作周波数 ( 図 6 ) 

8 , 高 集積化とシステム 速度の向上 ( 図 7 ) 

9 . デバイス、 プロセス技術の 革新 

Ⅱ . C A D ノシリコン・ コンパイラー、 プロセス・デバイス 
・回路シミュレーション 

Ⅱ． 日米 ( 欧 ) の ジ ヱネ リ ソク ・テクノロジー 比較 

12. 日米企業の技術開発比較 

13. 日米欧の国家的プロジェク トの意義 

Ⅱ． 微細 M 0 S  L S 1 の予測される 問題点 ( 図 8 ) 

15. L S I の限界 ? 2 1 世紀へ 伺 って 

一 3 一 



  

  

 
 

 
 

 
 

（
 E
 

め
さ
 

蛭
モ
腫
柵
井
峠
珂
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

（
 
"
E
4
 ）
 榛
旧
ミ
卸
 

 
 

  

Ⅰ
巴
瓦
 杵
 Ⅹ
 や
 小
ト
 

コ 

甲 
Ⅱ 
ま 

寺笘 

  

8
6
 
8
5
 
8
7
 

図 ]    
 

半導体の市場動向 
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図 2   DRAM および論理 L S@ I の 技術の進展 

Ⅰ 一 ドディスクⅠ 目辛 , ソク 

103@ 105@ 107@ 109@ 10"@ 1013 
  DRAM 世代 ( ビット ) 記憶密度 ( ビット ) 
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図 3. DRAM 技術のトレンド 図 4. メモリ 階届と E2 pRoM 

( 億気的 古昔可能不揮発性メモり ) 
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図 5. NAND 型 E2 pRoM 図 6. マイクロプロセッサの 集積 度 と動作周波数 

CPU TAG COMP DATA CPU 
出力 メモり メモリ 入力 

    穫 末技 甘の Ⅰ 仮 史生す C 拐 Ⅰユ集 ， ⅡⅠ Ⅱ 珪 す べ さ枝 而 
(- 士 l Ⅰ m レベル大での 由ミ 何 (- く l Ⅰ m 接下の レベルでの 枝埼 ) 

  
不技 "" 。 。 "1" """" 注入 一 不均甘 な妹子持 桂   Ⅰ 子 。 """ の """" 
                    Ⅱ - 一 PL,<72;;: ㌶目に                                               
        77<@ay47x@@  -                 """" 。 "" 火屋 " 。 

杯接は汚圭 ・ C. Ol) l&KK@H') 

。 色 " 仮 。 。 。 

Ⅰ。 6 車タ "  "  "  "                                                                  コ "  Ⅹ単館 山伝ⅠⅠ 且位 一年 一 億 Ⅰ 五 田 
ウ拮俺た ⅠⅠ形成 検師 

" 仁Ⅰ山 。 " 一 " 口 下 片 " 仮タ 穏 " 子持 目 佳 "" 一 
界 Ⅰ 革 仮   """ 尭 。 。 " 。 " 化 ""  一 卑下ひ 位 。 荻少 

集積レベル 。 舶 20  50  40  50  60 
  棄 "" 甘 Ⅰ 俺 。 。 大     

サイクルタイム (",)  劫 体温 度ぺ琵仁 To 窩 マイクⅠ・クーリング 枝用 

図 7. 百集 甘 化がもたらすシステム 速度の向上 図 8. 超微細 MOS  LS l の予測される 問題点 
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